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【はじめに】 

 MOVPE 法による(211)Si 基板上の CdTe 成長層を用いた、p-CdTe/n-CdTe/n+-Si ヘテロ接合ダイオード型

放射線画像検出器の開発を行っている。検出特性の向上のため暗電流の低減が必要である。しかし、CdTe

層と Si の界面には格子定数差や熱膨張係数差による高密度の転位が発生し、これらが暗電流増加の原因

となる。我々はアニール処理によって転位密度の低減に関する検討を行っている。以前は成長装置と別の

装置を用いて H2雰囲気下でアニール処理を行った 1)。その結果、アニール処理による結晶性の改善は得ら

れたが、検出器の暗電流の低減には至らなかった。その原因としてアニール処理を行うために試料が外気

に触れていたことが考えられ、今回は成長室内でアニール処理検討を行った。 

【実験条件】 

 試料として n+(211)Si 基板上に 450℃で成長したアンドープの高抵抗 p-like CdTe 層を用いた。試料の

厚さは 5µm と一定にし、アニール処理は成長中に成長を複数回中断して行った。アニール処理条件とし

て、温度を 550～650℃、回数を 1～4 回、時間を 1～10minにして、Te 雰囲気下で行った。試料の結晶性

は、(422)面における二結晶 X線半値幅値から評価した。 

【実験結果】 

 Fig.1 にアニール処理温度を変化させたときの CdTe 成

長層の X 線半値幅の値を示す。アニール処理回数、処理

時間は 2 回、5min とした。この結果、アニール処理を行

うことにより半値幅が減少し結晶性が向上したことがわ

かる。また、アニール温度 550℃では半値幅の減少が大きくみ

られ、アニール温度を上げるにつれてその効果が小さく

なっている。Fig.2 にアニール処理時間を変化させたとき

の結果を示す。アニール処理温度、処理回数は 550℃、2

回とした。アニール時間が 5min 以下ではいずれの場合も

半値幅が大きく減少したが、10min 以上ではその減少幅が

小さい。以上の結果から、長時間のアニールよりも短時間

で複数回のアニールを行うことにより、CdTe 結晶中の転

位の低減が可能であることが分かった。 
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Fig. 1 Dependence of DCRC FWHM values 

Fig. 2 Dependence of DCRC FWHM values 
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